DENEY-1: DiYOT KARAKTERISTIGi
1.1 DENEYIN AMACI:

Cesitli diyotlarin akim-gerilim davraniglarinin incelenmesi ve 6zegrilerinin ¢ikarilmasi.
1.2 KULLANILACAK ALETLER VE MALZEMELER:

EL-1000 Elektronik egitim seti (Modiil EL-1001) Multimetre (2 tane)

Dogrultucu diyot (1N4002 veya esdegeri) Kiiciik isaret diyodu (1N4148 veya esdegeri)
Zener Diyot (5,6V)

Direncler (47, 330, 2k2 potansiyometre)

1.3 TEMEL BILGILER

Diyotlar elektrik akimini tek yonde ileten devre elemanlaridir. Diyot semboliindeki ok akim
yonunu gosterir.
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Sekil 1-1 Yarn iletken diyotun yapisi ve sembolii.

Yan iletken diyot, bir p-tipi yariiletkenle n-tipi yariiletkenin birbirine degmesi ile olusan
eklemden (jonksiyon) olusur. Bir diyotun &zellikleri p ve n tipi bolgelerin katki yogunluklar
ve eklem yiizeyinin alanina bagli olarak degisir. Biiylik aki tasimasi gereken dogrultucu
diyotlarda eklem alani1 biiyiik, hizli kii¢iik isaret diyotlarinda ise kii¢iik yapilir.

Bir yariiletken diyodun akim-gerilim bagintis1 asagida verilmistir:

Vo

I, =1,(e% —1) (1.1)

Burada Vp diyotun iki ucu arasindaki gerilimi, Ip diyottan gegen akimi gdstermekte olup
290°K oda sicakliginda Vr = kTlg = 26 mV dur. lp diyotun ters doyma akimi olup diyotun
yapisina ve sicakligina gére 103 A ile 10"°A arasinda degisir.

Tipik bir silisyum diyot i¢in bu egri ¢izildiginde yaklasik Vp=0,6V civarinda akimin mA
mertebelerine ylikseldigi goriiliir. Pratikte bu gerilimin altinda diyot akimi sifir kabul edilir
(acik devre). Sekil 1.2'de diyotun gercek 6z egrisi ile 1. 2. ve 3. dereceden ideallestirilmis
diyot 6z egrileri ve bunlarin devre esdegerleri verilmistir. Elle yapilan diyot devresi
hesaplarinda bu esdeger devrelerden biri kullanilir. Gergek 6zegri dogrusal olmadigindan
basit dogrusal devre analizi yontemlerinde kullanilamaz. Ancak "spice" gibi bilgisayar
destekli dogrusal olmayan analiz programlart ile kullanilabilir.
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Sekil 1-2 Silisyum diyotun gercek, dogrusallastirilmis ve ideal akim-gerilim egrileri ve esdeger devreleri

Yariiletken diyotlar ters yonde kutuplandiginda ihmal edilebilecek kadar kii¢iik bir negatif
akim (-lp) akitir. Fakat ters gerilim arttirildiginda, "ters kirilma gerilimi”, Vg , degerine
ulasinca ters diyot akimi ¢1g ve/veya zener olaylar1 nedeniyle birdenbire artmaya baglar. Ters
kirllma gerilimi diyotlarin yapisina bagli olarak, normal diyotlarda 100 wvoltlar
mertebesindedir ve diyot bu gerilimin altinda calistig1 siirece diyottan ters akim akmaz.

"Zener diyot" ad1 verilen 6zel diyotlarda ters kirilma gerilimi 2-3 voltlara kadar duser. Akim-
gerilim egrisi Sekil-3'de verilen bu diyotlar sabit gerilim kaynagi olarak kullanilir.
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Zener diyot

Sekil 1-3 Zener diyot sembolii, akim-gerilim egrisi ve zenerin salt gerilim kaynagi olarak kullamilmasi

1.4 DENEYDEN ONCE YAPILACAK HESAPLAR

1. Formiil (L1)'i kullanarak ve 15=2,7x10™* alarak gesitli gerilim degerlerine kars: diisen diyot
akimlarini hesaplayiniz akim-gerilim egrisini ¢iziniz.

Vp(V) 0 0.2 0.4 0.5 0.6 |0.65 0.70 0.73
ID (MA)




2. Sekil 1-5'deki devrede V,=5,6V'luk zener diyot kullanildiginda, V=12V ve R=330Q i¢in
devreden gecgecek akimi hesaplayiniz.

1.5 SORULAR

1. Sekil 1-2'de verilen esdeger devrelerden hangisinin kullanilacagina nasil karar verirsiniz?
Her biri icin birer érnek uygulama gosteriniz.

2. Sekil |-2a'daki gercek diyot 6zegrisi sicaklikla nasil degisir? Bir diyotun 6zegrisini T=20°,
T=50°C ve T=100°C i¢in aym grafik iizerinde ¢iziniz.

3. Zener diyotlarda zener gerilimi sicaklikla nasil degisir? Kiigiik ve biiylik gerilimli zener
diyotlar i¢in agiklayiniz.

1.6 DENEYIN YAPILISI

1. Sekil 1-4'deki devreyi kurunuz. Tablo 1-1'deki diyot gerilimi degerlerini elde edecek
sekilde gerilim boliicii direnci ayarlayarak devreden gegen akimlari okuyup tabloyu
doldurun ve diyotun deneysel akim-gerilim egrisini teorik egrinin bulundugu grafige
ciziniz.
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Sekil 1-4 Diyot 6zegrisinin ¢ikarilmasi
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2. Buldugunuz degerlere gore kullandiginiz diyotun ters doyma akimi lp ne olmalidir?

3. IN4002 dogrultucu diyot yerine 1N4148 kii¢iik isaret diyotu koyarak 1. deneyi
tekrarlayiniz. Bu diyotun akim-gerilim egrisini ayni grafik {izerine ¢iziniz.

4. 5,6V'luk bir zener diyot kullanarak Sekil 1-5'teki devreyi kurunuz. Tablo 1-3'deki diyot
akimi degerlerini elde edecek sekilde en biiylik giris gerilimini ayarlaymiz ve diyot
gerilimini okuyarak tabloya kaydediniz. Elde ettiginiz degerlere gore deneysel akim-
gerilim egrisini ¢iziniz. Ters kirilma gerilimi civarinda daha fazla nokta alarak bu bolgeyi
detayl1 olarak ¢iziniz.
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Sekil 1-5 Zener diyot 6zegrisinin ¢ikarilmasi



Deney No 1 - Diyot Karakterisitigi

Deney Tarihi ©o.coooeveeececeece e
Tablo 1-1
Vio(V) 0 0.2 0.4 0.5 0.6 |0.65 0.70 0.73
ID (MA)
teori
ID (MA)
deney
Jis Ip
(mA) (mA)
10
30
0
20
-10
10
-20 -
0 01 02 03 04 05 0.6 07Vy(V) 6 -5 4 3 2 -1 0 1V
2. 10% i
3.
Tablo 1-2
Vi (V) 0 0.2 0.4 0.5 0.6 0.65 0.70 0.73
I, (mA)
4.
Tablo 1-3
Vo (V) 0
In(mA) | ... -10 -5 -1 -0,1 0 +5 +10




